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Streszczenie:

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest modelowanie i analiza charakterystyk pragdowo-napieciowych
tranzystora tunelowego TFET. W pracy zamodelowano charakterystyki prgdowo-napieciowe dwdch
typdw przyrzaddéw: krzemowego tranzystora TFET oraz tranzystora TFET z elektronowo-dziurowa
biwarstwg (EHB TFET). W tym celu opracowano narzedzia do symulacji przyrzadow. Zostat
opracowany dwuwymiarowy symulator przyrzadu bazujgcy na rozwigzaniu réwnan ciggtosci
elektronéw i dziur razem z réwnaniem Poissona. Efekt tunelowania miedzypasmowego jest
uwzgledniony poprzez szybkos$¢ generacji tunelowej no$nikéw. Wykorzystujgc opracowane narzedzie
zamodelowano charakterystyki pragdowo-napieciowe krzemowego tranzystora TFET z podwdjna
bramka dla réznych parametréw konstrukcyjnych. Przeanalizowano réwniez wptyw wyboru sciezki
tunelowania na charakterystyki przejSciowe przyrzadu. W pracy pokazano, ze wybdr Sciezki
tunelowania ma znaczacy wptyw na uzyskany wynik symulacji. Na potrzeby modelowania przyrzadu
EHB TFET zostal opracowany jednowymiarowy symulator kwantowo-mechaniczny bazujgcy na
rozwigzaniu réwnania Poissona oraz rownan Schrodingera dla elektrondéw i dziur. Symulator pozwala
na liczenie miedzypasmowego pradu tunelowania bezposredniego oraz pradu tunelowania z
uczestnictwem fonondéw. Wykorzystujagc opracowane narzedzie zamodelowano charakterystyki
przejsciowe tranzystora EHB TFET dla réznych materiatéw kanatu (Si, Ge, InAs, Ge,,Sn,) i parametrow
konstrukcyjnych przyrzadu. Uzyskane wyniki pokazuja, ze przyrzad ten moze mie¢ bardzo stroma

charakterystyke przejsciowq oraz niskie napiecie progowe.
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